
 

 

 

 

図 アモルファス Se薄膜と石英ガラス基板の PD信号スペクトル 
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はじめに： アモルファスセレン(Se)は光電的性質に優れた半導体材料であり、高感度撮像管や X

線画像センサーへの応用が進んでいる。これらは高電界現象を利用しており、バンドギャップ中

の欠陥準位が重要な役割を果たしている。アモルファス Seの欠陥に関する研究は古く、実験と理

論的な考察から欠陥準位の詳細が明らかになりつつある[1]。我々も光熱偏向分光法(PDS)を用い、

アモルファス Se の欠陥吸収の観測を行なってきた[2]。PDS スペクトルに重畳する基板の信号を

含めた解析により、アモルファス Seのサブギャップ光吸収を評価し、欠陥準位の詳細を明らかに

する。 

 

実験：純度 99.999%の Se粒を原料として、真空蒸着法を用い、石英ガラス基板上にアモルファス

Se薄膜を作製した。膜厚の異なる 2種類の試料（180, 780 nm）を用いた。比較のため Se粒を大

気中で 200 ℃程度に加熱し、板状に成型加工したバルク試料を作製した。これらの試料について

分光透過率と赤外領域に拡張した PDS 測定を行ない、バンド端（2.5 eV）から赤外（0.3 eV）まで

の光吸収スペクトルを調べた。 

 

結果：図にアモルファス Se 薄膜と石英ガラス基板の PD 信号スペクトルを示す。基板の信号（黒

印）とともに Se 薄膜に特徴的な光吸収ピーク（赤印）が確認できる。詳細は不明であるものの、

ギャップ内準位の関与した電子遷移による光吸収と考えられる。これらの光吸収ピークを解析す

ることでアモルファス Seの欠陥準位のエネルギーと密度を見積もることができる。 
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